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はじめに 

 

近年，大規模集積回路の通信容量は増加してお

り，従来の電気配線では発熱や消費電力の増大が

問題となっている．この問題を解決すべく，光通

信で用いられる InP系の発光素子を Si基板上に集

積する技術が盛んに研究されている．これに対し，

これまで直接貼付 InP/Si 基板を作製し，この基板

上に結晶成長をする方法を提案してきた[1,2]．今

回この基板上に InAs 積層量子ドット構造を成長

し，電流注入による発光を確認したので報告する． 
 
実験結果 

MOVPE 法を用いて InP 基板上に GaInAs / InP / 
GaInAs を成長し，ウエットエッチングをするこ

とで薄膜 InP 層を作製した．その後，この薄膜 InP
層と Si基板にH2SO4:H2O2:H2O溶液で洗浄を施し

た後，両基板を貼り合わせ，400℃のアニール処

理を行った．このようにして作製された InP/Si
基板上に図 1 に示すような InAs 積層量子ドット

構造を MOVPE 法を用いて成長した．層構造は，

InP バッファ層，GaInAs バッファ層，InAs 量子

ドット層，p-InP クラッド層となっている[3]．ま

た，GaInAs バッファ層の Ga 組成は 1 層目から 3
層目まですべて 0.47 とした．InAs 量子ドットの

成長条件は成長圧力60Torr，成長温度540ºCとし，

その他の層は 640ºC，100Torr で成長した．図 2
はこの層構造からの室温における PL 発光特性で

ある．InP 基板上に成長した試料と比較して強度

比約 40％の発光を確認している。この層構造に

200 mA の電流注入を施した際の EL 発光特性を

図 3 に示す．ピーク波長は約 1725 nm，半値幅は

約 385nm であり，InP 基板上に成長した試料と比

較して，同等の特性を確認した．今後の課題とし

て，発光強度の改善が挙げられる． 

図１ InP/Si 基板上 InAs 積層量子ドット構造 
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図 2  積層量子ドット構造からの PL 発光特性 
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